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entidad sueca

establecida en 126 25 Estocolmo, Suecia

por: "PERPECCIONAMIENTOS INTRODUCIDOS EN UN‘CONVERTIDOR
MECANICO-ELECTRICO PARA CONVERTIR SENALES MECANI-
CAS ﬁE ENTRADA EN SENALES ELECTRICAS DE SALIDAY
(Clase Internacional HO4r)
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El presente invento se reflerse a un converti-
dor mecdnico-eléctrico que incluye un circuito auxiliar
productor de campo magnético con un entrehierro, un ele-
mento movible lateralmente en el entrehisrro con respecto
a la direccidn del campo, y un elemento convertidor nag-~
nético~eléctrico, controlado por el campo megnético, «o-
mo fuente de sefial eléctrioca.

E)L propésito del invento es conseguir un conver-
tidor de dicha clase, el cual entregae un voltaje de sali-
da considerablemente mds alto para una determinmde sefial
mecanica de entrada, dada, en comparacién con los 2crver-
tidorss anteriores conocidos.

Tas caracteristicas para un convertidor cons—
truido de acuergo oon el invento aparecen en las reivin-
dicaciones que se acompafian.

El invento se describird mds en defalle con re-
ferencia al dibujo que se acompafia , donde e squemstica~-
mente, las Figuras 1 y 2 muestran ejemplos de dos realiza~-
ciones de acuerdo con el invento, mientras que la Figura
3 muestra un elemento semiconductor ineluido en los con~-
vortidores de acuerdo con las Figuras 1l-2.

E1l convertidor de acusrdo con la Figura 1 es
un micréfono.y consta de una cubierta 1ll, uns membrana
12 que estd periféricamente £ijada por medio de un anillo

de abrazadera 13, un imdn permanente 10 en forma de banda
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larga fijado en el centiro de la membrana, el extremo nor-
te N del cual se extiende hasta un entrehierrc 18 emn un
cireulto megnético, un elemento semiconductor en forms de
wta placa plane 14, un soporte 16 para dicha placa y un
tornillo 15 de ajuste para la regulacidm de la posicidn

de la placa en el entrehierro...

En la Figura 3 aparece mis en detalle la ééﬁg;
truceidn de la placa 14. En una placa 30 de silicio a;*
impurificacidn p estén dispuestas una region de base Rl
en banda larga y de impurificacidn p uds fuerte, una ie—
gidn de emimor el circular de impurificacion n, dos re~
glones de colector c1 y ¢2 c¢irculares de impurificacion n,
situadas relativamente cerca una de otra y aproximadamen—
te a la misma distancia de la regidn de emisor &1, y uné
regibn de base B2 en banda largs y de impurificacidn é mas
fuerte. En la parte de la placa 14 descrita ahora la re-
gién de emigor 81 funciona como zona generadora de porta-
dores de carze, y la regidn entre la regidn de emisor e1
y las regiones de colector ¢1 y ¢2 funciona como zona de
aceleracidn de portadores de cargza debido a la contribu-
oidn al campo de trabajo estdtico por una tensidn continue
aplicada a través de las bornas 31 y 32 a dichas regiones
de base B1 y B2. Por medio de una bornma 34, la regidn de
emisor &1 obtiene un potencial adecuado con respecto a las

regiones de colector o1 y ¢2. De manera concluyente, puede

-3 -
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decirse que esta parte de la placa opers con inyeccldn
de portadores de carga y tiene una funcidn como medio
portador de carga minoritaria modulable por campo magns—
tico, como region de aceleracidn para los portadores de
carga bajo contribucidn al campo de trabajo estdtico y
como medio para el paso de los portadores de cargs pox
ol menos una transicidn pn polarizads inversamente que
separa uns region de colector y una base paya lograr un
efacto de ganancia de corrisnte.

Ia placa 14 semiconductora esta colocada en la
Pigura 1 de menera que su plano esté perpendicular al
campo megnético que pasg por el entrehierro, y:su plano
es adends paralelo al movimiento del imén permanents 10
cuando la membrans 12 de sonido estd mecdnicamente in-
fluenciade. Cuando ests membrana vibra, resultard in-
fluenciada la posicién del campo magnético que pasa por
la regidn de acelsracidn, por lo cusl surge una diferen=
cia de potencial entre las regiones de colector ¢i y ¢2,
es decir, se logra un voltaje de éeﬁal el cual es trans-
mitido & un paso de transistor siguiente. Este paso ests
dispuesto sobre la placa 30 y consta de una regidn de ba-
se B3 de impurificacidn p, una regién de emisor e3 de im~
purificacidn n, y una regidn de colector c¢3 de impurifi-
cacién p més fuerte. EL voltaje de sefial de las regiones

de colector c1-c2 es alimentado a la regidn de base B3

-4 -
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¥y a la regién de emisor e3, respectivaments, y una sefial
amplificada se toma de las bornas 33 y 35, las cuales
estan conectadas a la regién de colector y a la de ba-
se, respectivamente, en la parte del transistor. Entre
las bornes 31-35 en el elemento semiconductor y los ter-
mingles 18 en el exterior del micrdfono hay un cable 17
de miltiples conductores. o
Un micréfono de acuerdo con el invento p&ede
construirse de muchos modos diferentes sin violar los
l{mites de 1la idea del invento. Una variante se muestra
en la Figura 2, donde un imdn permanente 21 estd fijado
sobre un bastidor 26, el cual puede ajustarse en un pla-
no vertical por wedio de un tornillo de fijacidn 25. kn
la membrana 12 estd fijado un circuito de hierro, el
cusl juanto con la placa 14 en el imdn 21 forma un entre-
hierro, y el cual, al moverse la membrana 12, se musve
en una trayectoria horizontal perpendicular al campo mag-
nético en el enirehierro y deusste modo modula al campo
magnético a través de la regidn de aceleracidn en el ale-

nento semiconductor.

ElL invento no esté limitado a micrdfonos, sino
que también encontrard utilizacidn en otros convertidores

mecénicos-eléctricos, por ejemplo como unided sensora de

captacion en medidores de longitud y en medidores de di=-

fraceidn, etc. En el caso de captacidn, el elemento dis~

-5 -
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puesto en forma mbvil estd sujeto a un aditamiento segui -
dor de linea, el movimiento del cual modulard de este
modo al campo magnético a través de la zona de acelera-
eidn en laplaca plana 14, La cubierta 11 con su conteni
do estd fijada en forma usual en un brazo de resorte.

| La presente solicitud gue corresponde a la
presentada en Suecia, con fecha 7 de Agosto de 1.972, bz
jo el NMimero 10243/72, se acoge a los beneficios del Ar-
ticulo 51 del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.

RETVIEDICACIONES

Los puntos de invencidén propia y nuevs, que
se presentan para que sean objeto de esta solicitud de Pa
tente de Invencién en Espafia por VEINYS afios, son los
que se recogen en las reivindicaciones siguientes:

12,-~ Perfeccionamientos introducidos en un
convertidor mecdnico-eléctrico para convertir sefiales
mecdnicas de entrada en seflales eléctricas de salida in-
cluyendo dicho convertidor un circuito auxiliar produc
tor de campo magnético (10-18-16-11-12) con un en-

G
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trehierro (18), un elemento mévil (10) que delimita al en
trehierro y un elemento convertidor magnético-electrico
controlado por el campo magnético, como fuente eléctrica
(14), caracterizados porque la fuente de seflal (14) con-
siste en un elemento semiconductor en forma de una placa
monolitica plana que comprende por lo menos dos transiecig
nes pn, formando simultdneamente una funcidn de transis-
tor bipolar con ganancia de corriente y una regidn de trang
porte controlable por campo magnético para portadores de
carga a través de las transiclones, estando colocada la
placa (14) con su mayor superficie plans perpendicular al

campo magnético en el entrehierro y teniendo dicho elemen-

.to (10), dispuesto en forma mévil y que controla las varig

ciones del campo magnético, su direccién de movimlento per
pendicular al campo magnético en el entrehierro, para man
tener constante el entrehierro y evitar el agarrotamiento.
22 ,~ Perfeccionamientos de acuerdo con la rei-
vindicacién 12, caracterizados porque la placa es un cir-
cuito integrado con una parte de entrada que comprende, pa
ra dicha funcién de tramsistor con la ganancia de corrien
te, una zona (Bl-el) generadora de portadores de corrien-
te y una zona (el-cl-c2) de aceleracién de portadéres de
corriente con ganancia de corriente y modulacidén del cam-
po magnético para producir una sefial proporcional a las va

riaciones del campo magnético, y con una parite amplifica~
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dora con transistores (B3-e3wc3) para la amplificacidn
de la sefial producida de este modo.

'32,- Perfeccionamientos de acuerdo con la rei
vindicaecidn 12, caracterizados porque el elemento (10) dis
puesto en forma mdvil consiste en un imdn permanente.

42,- Perfeccionamientos de acuerdo con la rei
vindicaecidn 18, caracterizados porque un eleménto (14) se
miconductor estd directamente fijado en un extremo de un
imén permanente (21) que estd incluido en el circuito que
produce el campo magnético, y limita dicho entrehierro
conjuntamente con el elemento (20) dispuesto en forma md
vil,

52,- Perfeceionamientos de acuerdo con cualquie
ra de las reivindicaciones 12 - 32, caracterizados porgue
el elemento (10,20) dispuesto en forma mévil estd fijado
a una membrana (12) sensible al sonido, que estd fijada en
su periferia de una manera bien conocida y es movible eléds
ticamente en su centro paralelamente a la placa ﬁlana
(14).

62,~ Perfeccionamientos de acuerdo con cualguie
ra de las reivindicaciones 18-32, caracterizados porque el
elemento dispuesto en forma mévil estd fijado sobre un adi
tamento seguidor de linea, el movimiento del cual modulard
de este modo al campo magnético a través de la zona acelg

racidn en la placa plana (14).
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7&,~- Perfeccionamientos introducides en un con
vertidor. mepanico~-electrico para convertir sefiales mecdni
cas de anérada en sefiales electricas de salida.

Tal y como se ha descrito en la lemoria que an
tecede, representado en los dibujos que se acompafian y pa
ra los fines que se han especificado.

Esta Memoria consta de nueve hojas escritas g

méquina por una sola cara,

Madrid, 16 SET. 1975

P,A,
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